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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1  сформировать представление о фундаментальных свойствах квантово-размерных полупроводниковых

гетероструктур и методах их теоретического описания, а также развить умения и навыки, необходимые для

инновационной деятельности.

1.2 Задачи: научить

1.3 1) понимать фундаментальные свойства квантово-размерных полупроводниковых гетероструктур;

1.4 2) понимать фундаментальные принципы физики квантово-размерных полупроводниковых гетероструктур;

1.5 3) применять методы квантовой механики, электродинамики, статистической физики и физики полупроводников к

описанию энергетических, транспортных и оптических свойств полупроводниковых структур пониженной

размерности.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Nanophotonics

2.2.2 Physics of Liquid-crystal Membranes / Физика жидкокристаллических мембран

2.2.3 Quantum Electronic Properties of Nanosystems / Квантовая механика и статистика наночастиц

2.2.4 Superconducting electronics for the detection of super-weak signals and its metrology

2.2.5 Сверхпроводящие цепи и кубиты

2.2.6 Технологии получения материалов

2.2.7 Master's Thesis / Преддипломная практика

2.2.8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-3: Способен проводить экспериментальные и теоретические исследования физических процессов, в том числе, в

рамках научно-исследовательских, опытно-технологических или опытно-конструкторских работ выполняемых в

рамках тематик организаций

Знать:

ПК-3-З1 Свойства квантово-размерных полупроводниковых гетероструктур и физическую картину происходящих в них

явлений;

ОПК-1: Способен применять фундаментальные знания в области физики, знания в междисциплинарных областях

для решения научно-исследовательских задач, а также владеть основами педагогики, необходимыми для

осуществления преподавательской деятельности

Знать:

ОПК-1-З1 Основные методы и подходы к теоретическому описанию квантово-размерных полупроводниковых

гетеросистем, необходимые для моделирования их свойств, в том числе и при проектировании устройств инновационной

полупроводниковой электроники

ПК-3: Способен проводить экспериментальные и теоретические исследования физических процессов, в том числе, в

рамках научно-исследовательских, опытно-технологических или опытно-конструкторских работ выполняемых в

рамках тематик организаций

Уметь:

ПК-3-У1 Выбирать адекватные методы теоретического описания квантово-размерных полупроводниковых гетероструктур

ОПК-1: Способен применять фундаментальные знания в области физики, знания в междисциплинарных областях

для решения научно-исследовательских задач, а также владеть основами педагогики, необходимыми для

осуществления преподавательской деятельности

Уметь:

ОПК-1-У1 Применять методы механики, электродинамики и статистической физики к описанию свойств

полупроводниковых низкоразмерных систем;

ПК-3: Способен проводить экспериментальные и теоретические исследования физических процессов, в том числе, в

рамках научно-исследовательских, опытно-технологических или опытно-конструкторских работ выполняемых в

рамках тематик организаций

Уметь:

ПК-3-У2 Проводить простые оценки и расчеты величин, характерных для рассматриваемых процессов и явлений в
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квантово-размерных полупроводниковых гетероструктурах;

Владеть:

ПК-3-В1 Навыками качественного и количественного анализа фундаментальных свойств, процессов и явлений в квантово-

размерных полупроводниковых гетероструктурах

УК-4: Способен эффективно функционировать в национальном и международном коллективах в качестве члена

или лидера команды, применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Владеть:

УК-4-В1 Использовать при решении поставленных задач логическое, творческое, системное мышление;

УК-4-В2 Навыками поиска необходимой информации в специальной и справочной литературе и на интернет – ресурсах

ОПК-1: Способен применять фундаментальные знания в области физики, знания в междисциплинарных областях

для решения научно-исследовательских задач, а также владеть основами педагогики, необходимыми для

осуществления преподавательской деятельности

Владеть:

ОПК-1-В1 Навыками математической постановки задач в области физики квантово-размерных полупроводниковых

гетероструктур;
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